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COMPOSANTS ELECTRONIQUE$
SOUS ASSURANCE DE QUALITE
EN CONFORMITE AVEC :

NF C 86-010 et Spécification particuliére
cadre NF C 86-612

uTE € 86-612/136

20 septembre 1979

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :
CONSTRUCTION :

TRANSISTOR BIPOLAIRE

- Référence nationale : To-72/F31

Numéro de type :
Matériau semiconducteur  : Silicium 2 N 918
Polarité : NPN
Matériau du boitier . Métal
Sortie reliée au boitier M
DESCRIPTION MECANIQUE APPLICATION ELECTRIQUE

Références d’encombrement
CEi191-2 B 12 c7

(TO-72 JEDEC)

Marquage : 2N 918

Puissance : TEMPERATURE AMBIANTE.
Fréquence : HAUTE FREQUENCE.
Utllisation : AMPLIFICATION.

NIVEAUX D’ASSURANCE DE QUALITE
FetlL

VALEURS LIMITES (Systéme des limites absolues)

Ces valeurs s’appliquent sur la plage des températures de fonctionnement, sauf indication contraire.

Températures et puissances

4.1. — Températures ambiantes de fonctionnement . T

amb
4.2. — Températures de stockage: ................. Tstg
4.7.1. — Dissipation totale de puissance:........... Prot
4.7.2. — Température virtuelle de jonction: ........ T

4.3. — Tension collecteur-base : ................... Veso
4.4. — Tension collecteur-émetteur: .............. Veeo
4.5. — Tension inverse émetteur-base: ............ Veso
4.6. — Courantde collecteur: ....................... I

min
max

min
max

max

max

max

max

max

max

- 55C
+ 150 °C

- 65°C
+200°C 200

200 mw

200°C

30V 2s 150

15V

v

50 mA

Se reporter a la liste des produits homologués (QPL) pour connaitre Ia liste des composants répondant a la présente

spécification particullédre.
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CARACTERISTIQUES
Les parameétres repérés avec un signe + sont vérifiés dans les conditions d'essai définies dans les groupes A et C. \
CONDITIONS LIMITES
PARAMETRE SYMBOLE a Tgup =25°C TYPE
sauf indication contraire min | max | Unité
Rapport de transfert direct du courant ., *
en valeur statique. 5.1} + 21E (1 le=3mA V. =1V 20
Tension de saturation collecteur-émetteur  +! *v.,. ., *'c =10mA [, = TmA 0.4 v
Tension de saturation collecteur-base | *Vigr | Tle=10mA Iy =1mA 1 v
Fréquence de transition. 54) + | i, fe=4mA Vep =10V 600 MHz
. 1 = 100 MHz
Courant résiduel collecteur-base (5.6) + lepo () Vep =18V I =0 10 | nA .
Courant résidugl collecteur-base + lepn o Vep =3V =0 1 BA
. ) Vez =16V Ig=0
Courant résidugl collecteur-base O R T cB B 1
3 haute Temperature. - rRo2y | 7 = 150°C kA
Courant résiduel émetteur-base + leno Vep =3V . =0 10 | pA
Tension collecteur de claquage +| *Vigricro *’c =3mA I,=0 15 v
le=1mA Vo =6V
Facteur de bruit Ay +| F f = 60 MHz 6 | aB
: Ry = 400
Capacité de sortie A2+ | Cyupyy, | Ver= WOV I =0 1.7 | pF
. - { = 1 MHz (note)
1té i Coo, 9 CB E 3 F
Capacité de sortie a0y (2) f = 1 MHz {note) p
o . Vep =05V I.=
Capacité d'entrée Cuin rg =05V I =0 2 pF
© t =1 MHz (note)
lo=BmA V.. =12V 15 dB
Gain en puissance G f = 200 MHz . .
R,; = R,_ =500 I
L l.=8mA V, ., =15V
Efficacité du collecteur ¢ ¢ rL 25 o,
' ‘ f =500 MHz :
. e i~r=8mA V.. =15V
Puissance en oscillation Poe c= = CE
- f = 500 MHz 30 mw
Résistance thermique jonction-ambiante (5.15) | Rip,;—ums, 875 |[°CwW
* Impufsions : ¢, = 300 us 3<2% Note. — Enregistrement JEDEC f = 140 kHz
!
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